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１．概要（Summary ）： 

MEMS デバイスの信頼性確保のために，高温での

マイクロ材料の強度評価が求められている．本研究で

は，単結晶シリコンのマイクロサイズ試験片を最高

600℃までの高温で引張試験することを目的として，

ナノテクノロジープラットフォームの深堀りドライ

エッチング装置を用いて、引張試験を行うための幅

4µm、厚さ 5µm、長さ 120µm の試験片を作製した。 

 

２．実験（Experimental）： 

 利用した装置 

  両面マスクアライナ 

  深堀ドライエッチング装置 

作製プロセス 

活性層 1µｍ，酸化膜層 5µｍ，ハンドル層 400µmの

SOIウエハを用いた。 

表面はエッチングレート 43nm/cycle のレシピで加

工後、ノッチフリーレシピで深堀り加工した。 

裏面はエッチングレート 2.7µm/cycleのレシピで加工

した。 

 

Fig. 1  Fabrication Process 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

 製作した試験片を下図に示す． 

 

Fig. 2 Fabricated single crystal silicon specimen 

 

幅 4 µm、、厚さ 5 µm、長さ 120 µmの試験片で

引張試験を行ったところ，600℃で平均 1.98GPa，

500℃で平均 2.65GPa，400℃で平均 4.51GPa，200℃

で平均 4.93GPa，室温で平均 4.40GPa となった。ま

た 500℃と 600℃では，SEMでの観察ですべりが確認

された。 

引張強度が 400℃から 500℃の間で低下することと， 

試験部の弾性率が 400℃で低下することから，引張強

度の性質の変化と塑性変形が生じる破壊特性の変化

が別々の要因によって生じていると考察される． 
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